Streszczenie

Przedstawiona rozprawa doktorska zawiera szezegdlows analize struktury elektro-
nowej zrekonstruowanych powierzchni krysztatu arsenku indu o wyeksponowanej plasz-
ezyinie krystalograficznej (001). Analiza obejmuje zaréwno powierzchnie czyste o réznej

terminacji jak i pasywowane siarka.

W szezegdlnosdel w pracy przedstawiono kompletng analize dwuwymiarowe] struktu-
ry elektronowej powierzchni InAs{001) o terminacji indowej, charakteryzujaca sie syme-
tria powierzchni typu ¢(8x2)/4x 2 oraz powierzchni o terminacjl arsenowe] o rekonstruk-
cji ¢(2x8)/2x4. Korzystajac ze znajomodci symetrii struktury krysztatu oraz powierzch-
ni InAs zidentyfikowano pasma objetodciowe oraz pasma powierzchniowe. W analizie i

- interpretacji pasm objetosciowych wykorzystano réwniez mozliwos¢ pordwnania struk-
tury tego samego krysztalu o tej samej wyeksponowane] plaszezyénie, ale o réznych

rekonstrukcjach powierzchniowych.

Na szezegdlng uwage zastuguja stany akumulacyjne ladunku na powierschniach In-
As. Charakter stanu akumulacyjnego ulega zmianie poprzez zmiane wlasciwosci po-
wierzchni. Na powierzehni o terminacji arsenowej stany akumulacyjne maja charakter
objetociowy podezas gdy na powierzchni o terminacji indowej obserwowane sg jako tzw.
~ rezonanse powierzchniowe. W pracy opisano i scharakteryzowano szczegdiowo oba typy
.': standw oraz pokazano wplyw uporzadkowania powierzchni na jakoéé widm fotoelektro-
“'néw. Wykazano réwniez, ze preparatyka powierzchni, a tym samym generowanie lub
-nie dodatkowych defektéw podpowierzchniowych ma istotny wplywa na rejestrowane
.'-_k@toworozdzielcze widma elektronéw z fotoemisji {efekty rozpraszania fotoelektrondw).
Aby uniknaé niepozadanych efekiéw rozpraszania opracowano metodyke chemicznego

rawienia krysztaléw InAs w atmosferze azotu.

W kolejnych rozdziatach pracy przedstawiono szczegdlows analize powierzchni ln-

As|

(001) po pasywacji siarka. Wyodrgbniono podstawowe pasma powierzchniowe utwo-
one w wyniku pasywacji. Analizie poddano powierzchnie o rekonstrukeji 1x1 oraz 2x1,

owstate na bazie powierzchni InAs{001) o réznych terminacjach.

W wyniku pagywacji uzyskano rézne rekonstrukcje powierzchni oraz rdzne uglecie
@ .'_elektronowych. Warstwa przypowierzchniowego tadunku przestrzennego charak-
oy z1j6 sie dyskretnymi energiami stanéw zwiazanymi z kierunkiem prostopadiym do
D Wie_l"iéhni. Powstaly skwantowany dwuwymiarowy gaz elektronowy (2DEG) poddano
zeg .:I.Owej analizie, a mozliwoéé kontrolowania ugiecia pasm za pomocy preparatyki
powierzchni pozwolita na uzyskanie duzej liczby danych eksperymentalnych do weryfi-

IGJL nowego modely opisujacego strukture elektronows powierzchniowego 2DEG.
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